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【概要】電界効果トランジスタを利用することで、物質表面の電気的な性質を外部電圧でスイッ

チングすることが可能である。我々は最近、強相関酸化物 VO2をチャネルとするトランジスタで

は、表面への電荷蓄積に伴って物質全体の電気的性質が変化することを発見した[1]。今回、電界

誘起金属相の結晶構造評価を詳細に行ったので、それについて報告する。 

【実験結果】VO2 薄膜を伝導チャネルに用い、固体・電解質界面に形成される電気二重層をゲー

ト絶縁層とするトランジスタを作製した。大型放射光施設 SPring-8（BL19LXU）内にデバイス動

作中の結晶構造変化をその場観察できるシステムを構築し、ゲート電圧を印加しながら電気抵抗

と X 線回折パターンの同時測定を行った。結果を図 a と図 b に示す。VO2は室温近傍で結晶構造

変化を伴った一次の金属-絶縁体相転移を示し、低温絶縁体相（①）では単斜晶構造が、高温金属

相（②）では正方晶構造が、それぞれ安定化している。それに対し、電界誘起金属相（③）はい

ずれの相よりも大きな c 軸長を持つ新しい相を形成していることがわかった。この c 軸長の変化

はゲート電圧の有無に対して完全に可逆であり、また、電気抵抗の変化とよく対応する。 
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図 b: 低温絶縁体相（①: 0.0 V, 150 K）、高温金

属相（②: 0.0 V, 315 K）、電界誘起金属相（③: 1.5 

V, 150 K）の X 線回折パターン。 

図 a: VO2薄膜（膜厚 10 nm）の電気抵抗の温度

依存性に対するゲート電圧の印加効果。 

第 60 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2013 春　神奈川工科大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

27p-F2-11

06-117


